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Beschreibung. 

Die Erfindung betrifft eine Halbieitervorrichtung 
nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. 

Eine Halbieitervorrichtung der gattungsgemaBen Art 5 
isi in den Fig. la und lb dargestellt 

Dort ist eine Halbieitervorrichtung gezeigt, mit etnem 
Trager, mit einer Isolierschicht auf dem Trager und mit 
mehreren Halbleiterelementen, die in Reihen nebenein- 
ander angeordnet sind und mehrere Elektroden aufwei- 10 
sen, die an HauptanschiuBelementen angeschlossen 
sind, die Flachen haben, welche parallel zu den Halblei- 
terelementen liegen und die abgebogene, senkrecht ste- 
hende AnschluQbereiche fiir exteme Anschliisse aufwei- 
sen. und wobei HilfsanschluBeiemente vorhanden sind, 15 
die uber Drahte mit den entsprechenden Hauptan- 
schiuBelementen verbunden sind. 

Bei dieser bekannten Halbieitervorrichtung kann es 
bei hochfrequentem Betrieb zu Problemen kommen, die 
durch in den Leiterstrecken vorhandene Induktivitaten 20 
entstehen. Bei mehreren vorhandenen Halbleiterele- 
menten konnen diese Induktivitaten zu unterschiedli- 
chem Anschaltverhalten fuhren, das im Hochfrequenz- 
betrieb Anschaltverluste mit sich bringt 

AuBerdem konnen durch StoBspannungen uberma- 25 
Big groBe Spannungen an die Halbleiterelemente gelan- 
gen. 

Aus der DE-OS 36 09 458 ist es bekannt, bei parallel 
geschalteten Halbleiterelementen MaBnahmen zur Ver- 
ringerung des durch Impedanzeinflusse bedingten 30 
Stromungleichgewichts zu treffen. 

Aus Bergmann, Schaefer* "Lehrbuch der Experimen- 
talphysik", Band 2, 6. Auflage 1971, Seiten 253 bis 255 ist 
es bekannt, zur Verringerung der Selbstinduktion eines 
Leiters zwei Drahte dicht nebeneinanderliegend zu ver- 35 
legen, wobei der Strom in dem einen Draht hin- und in 
dem anderen Draht zuruckgeleiiet wird. 

Demgegenuber liegt der Erfindung die Aufgabe zu- 
grunde, eine Halbieitervorrichtung gemaB dem Oberbe- 
griff des Anspruchs 1 fiir den Hochfrequenzbetrieb ge- 40 
eignet auszubilden. 

Gelost wird diese Aufgabe bei einer Halbieitervor- 
richtung mit den Merkmalen des Oberbegriffs des An- 
spruchs 1 durch dessen kennzeichnende Merkmale. 

Bei der erfindungsgemaBen Halbieitervorrichtung lo- 45 
schen sich Magnetfelder, die durch die Elektroden zu 
den Anschlussen flieBenden Strome erzeugt werden, 
aus, so daB die Induktivitaten klein werden. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in 
den abhangigen Anspriichen beschrieben. so 

Die Erfindung wird im folgenden anhand der Zeich- 
nung weiter erlautert 

Fig. lA zeigi die Draufsicht auf eine herkommliche 
Halbieitervorrichtung- 

Fig. 1 B zeigt eine Seitenansicht der herkommlichen 55 
Halbieitervorrichtung gemaB Fig. 1 A. 

Fig. 2A ist eine Draufsicht auf ein Ausfuhrungsbei- 
spiel einer erfindungsgemaBen Halbieitervorrichtung 
und 

Fig. 2B ist eine Seitenansicht der Halbleiiervorrich- eo 
tung gemaB Fig. 2A. 

In den Fig. 2A und 28 ist eine Halbieitervorrichtung 8 
nach einem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung gezeigt 
Dabei sind zwei Transistorhaibleiterelemente auf einer 
KoUektoranschluBplatte 2 befestigt, die fest auf einem 65 
Trager 7 uber einer Isolierplatte 31, ahnlich wie in dem 
zuvor beschriebenen herkommlichen Halbleiter nach 
den Fig. 1 A und B, befestigt sind. Bei dieser Halbleiter- 
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vorrichtung ist die KoIlektoranschluBpiatte 2 in einer 
Richtung senkrecht zur Anordnungsrichtung der Tran- 
sistorhaibleiterelemente 1 breiter als in der herkommli- 
chen Halbieitervorrichtung und sie weist einen Kollek- 
toranschluB (AnschluBIeiter) 21 auf, der sich mit einer 
Kante vom Zentrum aufwarts erstreckt Eine Platte als 
Isolierschicht 33 ist fest auf der freien Oberflache der 
KoIlektoranschluBpiatte 2 angeordnet Eine Emitteran- 
schluBplatte 4 ist fest auf der Isolierplatte 33 angeord- 
net Die EmitteranschluBplaite 4 hat einen Emitteran- 
schlufl (AnschluBIeiter) 41. der sich senkrecht von der 
Mitte mit einer Kante in der Art erstreckt, daB der 
EmitteranschluB 41 beabstandet und parallel zum Kol- 
lektoranschluB 21 zu liegen kommt Eine BasisanschluB- 
platte 5 ist fest mit der EmitteranschluBplaite 4 uber 
eine Isolierplatte 34 verbunden. Die BasisanschluBplatte 
5 hat einen BasisanschluB (AnschluBIeiter) 51, der sich 
von einer Kante aus derart aufwarts erstreckt, daB der 
AnschluB 51 beabstandet und parallel zum Emitteran- 
schluB 41 liegt 

Die Emitterelektroden und die Basiselektroden der 
Transistorhaibleiterelemente 1 sind an die Emitteran- 
schluBplatte 4 und die BasisanschluBplatte 5 uber paral 
lele Leiter 6 angeschlossen, die sich senkrecht zur An- 
ordnungsrichtung der Transistorhaibleiterelemente 1 
jeweils erstrecken. Ein HilfsemitteranschluB (AnschluB- 
Ieiter) 42 und ein HilfsbasisanschluB (AnschluBIeiter) 52 
ist fest mit dem Trager 7 uber eine Isolierplatte 35 ver- 
bunden. Diese Hilfsanschlusse sind auch iiber Leiter 61 
und 62 mit dem EmitteranschluB 41 bzw. dem Basisver- 
bindungsanschluB 51 verbunden. Die Leiter 61 und 62 
sind eng miteinander verdrillt 

Bei der so aufgebauten Halbieitervorrichtung veran- 
dert ein Strom, der von dem KollektoranschluB 21 zum 
EmitteranschluB 41 flieBt oder ein Strom, der vom Hilfs- 
basisanschluB 52 zum HilfsemitteranschluB 4 flieBt, sei- 
ne Richtung an dem Transistorhalbleiterelement 1. Das 
heiBt, der Strom flieBt entlang paralleler StromfluBwe- 
ge, die sich vom Transistor erstrecken, in entgegenge- 
setzte Richtungen. was zum Ergebnis fuhrt,daB die In- 
duktivitaten zwischen dem Transistorhalbleiterelement 
1 und den AnschluBlochern 9 jedes Anschlusses klein 
werden. Der StromfluBweg von dem Transistorhalblei- 
terelement 1 zu dem AnschluBloch 9 des Kollektoran 
schlusses 21 und derjenige von dem Transistorstuck 1 
und dem AnschluBloch 9 des Emitteranschlusses 41 lie- 
gen parallel zueinander und sind auch in der Lange ein- 
ander gleich, was im wesentlichen zu denselben Indukti- 
vitaten fiihrt 

In dem oben beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel er- 
strecken sich der KollektoranschluB 21 und der Emitter- 
anschluB 41 von der Mitte der Kanten der KoIlektoran- 
schluBpiatte 2 bzw. der EmitteranschluBpIatte 4 auf- 
warts. Derselbe Effekt kann jedoch auch erzielt werden, 
wenn sich diese Anschliisse senkrecht von den Enden 
der Kanten der AnschluBplatten erstrecken. 

Wie zuvor beschrieben, werden bei der Halbieiter- 
vorrichtung fiir mehrere Halbleiterelemente die ge- 
meinsamen AnschluBplatten iiber Isolierplatten iiber- 
einander gelegt wobei die die AnschluBplatten verbin- 
denden Leiter und die Elektroden der Halbleiterele- 
mente parallel zueinander ausgerichtet sind und wobei 
die AnschluBplatten so mit den AnschluBIeitern verbun- 
den sind, daB lei/icre in einer Reihe angeordnet sind 
und sich parallel zueinander erstrecken. Aufgrund die- 
ses Aufbaus der I lalbleiiervorrichtung sind die von den 
Elektroden zu den Anschliissen flieBenden Strome in 
ihrer Richtung ciiiii»der entgegengesetzt Dies fiihrt zu 
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dem Ergebnis, daO die Induktivitaten kiein werden, was 
'n wiederum dazu fuhrt, daO keine ubermaBig hohe Span- 

nung an die Haibieiterelemente im Schaltzeitpunkt an- 
geiegt werden. Aus demseiben Grund werden die In- 
duktivitaten einander im wesentlichen gleich, so daB die 5 
:t Verschiebung im Anschaltstrom verringert wird und 

daB keine Anschaltverluste im Hochfrequenzbetrieb 
der Haibleitervorrichtung auftreten. 

Die Erfindung wurde vorstehend unter Bezug auf Bi- 
polartransistorbauteile eriautert, es versteht sich je- to 
doch, daB das Erfindungsprinzip auch bei Bauteilen, die 
aus Feldeffekttransistoren oder Thyristoren bestehen, 
verwendet werden kann. 

Patentanspruche is 

1. Haibleitervorrichtung mit einem Trager, mit ei- 
ner Isolierschiclit auf dem Trager und mit mehre- 
ren Halbleiterelementen, die in Reihen nebeneinan- 
der angeordnet sind und mehrere Elektroden auf- 20 
weisen, die an HauptanschluBeiementen ange- 
schlossen sind. die Flachen haben, welche parallel 
zu den Halbleiterelementen liegen und die abgebo- 
gene, senkrecht stehende Anschlufibereiche fur ex- 
teme Anschliisse aufweisen, und wobei Hilfsan- 25 
schluBelemente vorhanden sind, die iiber Drahte 
mit den entsprechenden HauptanschluBeiementen 
verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Flachen aller HauptanschluBelemente (2, 4, 5) sand- 
wichartig unter jeweiliger Zwischenlage einer Iso- 30 
iierschicht (33, 34) Cibereinander liegend angeord- 
net sind, daB die abgebogenen Anschlufibereiche 
der jeweiligen HauptanschluBelemente (2, 4,5) par- 
allel zueinander so dicht beieinander angeordnet 
sind, daB sich die Magnetfelder der entsprechenden 35 
Strdme gegenseitig kompensieren, und daB die 
Drahte, die zu HilfsanschluBelementen fuhren, ver- 
drillt sind. 

2. Haibleitervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die AnschiuBbereiche fur ex- 40 
teme Anschliisse senkrecht an den Kanten der pa- 
ralleiliegenden Flachen abgebogen sind. 

3. Haibleitervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die HauptanschluB- 
elemente (2, 4, 5) ein KollektoranschiuBeiement, ein 4S 
EmitteranschluBelement und ein BasisanschluBele- 
ment eines Transistors sind. wobei diese Elemente 
auf dem Trager (7) in der genannten Reihenfolge 
ubereinanderiiegend befestigt sind 
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